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U6548DC

Schneller statischer Schreib-/Lese-Speicher
mit wahlfreiem Zugriff (SRAM)
U 6548 DC 20 und U 6548 DG 20

Technische Daten

Grenzwerte
Alle Spannungen sind auf Leg

Kurzcharakteristik

» Organisation 1024 « 4 Bit

= Zugriffszeit (ns) 20

» Zykluszeit (ns) 30

e Betriebsspannung +5V/ + 10%

¢ Geringe Stromaufnahme 50pA
{Ruhestromverbrauch)

» Gemeinsamea (bidirektionale)
Datenain-/-ausgange

» Tristate-Ausgangsstufen

» 18paoliges DIL-Gehause

s Adrefizwischenspaicherung

= Datenerhaltungbis Uee = 2V

s CMOS-Silisium-Gate- lechnologie

s Pinkompatibel zum W 224

0V bezogen

purz-

Kenngrofe Zeichen mirn. Max. Einheit
Spannung in allen Pins Uszn -0.5 i ")
Variustieistung = 0.5 w
Lagertemperatur 118 -55 125 c
Betriebsbedingungen

Kurz- UB548 DG 20 UB548 DC 20
Kenngrolia zeichen | min. TN min. max. Einhait
Betriebsspannung Uee 4.5 3.5 .5 8.3 vV
Schiafspannung L 2 2 ')
Eingangs-Low-Spannung (U i 0.8 0.3 0.8 Vi)
Eingangs-High-Spannung [U; Upe—2 Ugp+0.5 |Upe—2  Uge+0.5 |V
Umgebungstemperatur i, -25 a5 0 70 C

(1) Eine ainmalige Unterschreitung bis -2V fur die Daver von 10 ns innerhalb der

ZyKluszeit ist zulassig.
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AnschiuBBbelegung
und Schaltzeichen
(Markierung kennzeichnet Seite mit PIN 1)
AD... A9 Adrefeingdnge
CS Chipauswahl
WE Lese-/Schreibsteuarung
D0...D3 Datenein-/-ausgange
Uee Betrigbsspannung
Uge Masse
Anchaiunigan wm inlamsss des imchreschen Fortschrits

sorbetaiten



